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EM3 modelindeki 0 parametresi ile SPICE GP modelindeki Ixr dirsek akimi
arasindaki iligkiyi arastirimiz. Bagintilan karsilagtirarak ve calisma sartlarinmi da
dikkate alarak ileri yonde calisma icin Ixr dirsek akimimi 0 parametresine
baglayan bagintiy1 yaziniz.

Bir npn transistor i¢in Vpc = 0 sarti altinda oOl¢iim sonucu elde edilmis olan
Br = Br(Ic) degisimi Sekil-1’de, buna iligkin olciim verileri de Tablo 1'de verilmistir.
Tranzistorun Is doyma akimi oda sicakliginda Is = 9.744fA olarak
Ol¢iilmiistiir. Vr = 26mV olarak saptanmistir. Bu karakteristikleri ve oOlciim
verilerini kullanarak s6z konusu npn tranzistor i¢in fr akim kazancinin akima
bagimliligini modelleyen Bmi(0), Iss, ngr ve Ixkr model parametrelerini belirleyiniz.
Elde ettiginiz model parametrelerini kullanarak SPICE benzetim programi
yardimiyla ayni degisimleri benzetim yoluyla c¢ikartiniz. Benzetimle elde
ettiginiz degisimleri verilen ol¢iim sonuclariyla karsilagtirarak aradaki farklar
yorumlayiniz.

Yol gosterme: [r(0), Isg, ngr. ve Ixr parametreleri icin Br = Br(Ic) degisimi yardimiyla a,,

do

ve as katsayilarini belirleyiniz, bunlardan yararlanarak Be(0), Is;, ng ve 0

parametrelerini hesaplayiniz. (a) da buldugunuz bagintiy1 ve 6 parametresini bir ara
biiyiikliik olarak kullanarak Ixr parametresini bulunuz.
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Tablo-1. Olciim verileri

Ic (A) Br
10n 3.25
20n 5.2

100N 6.37
500N 10.2
1u 12.4

5U 19.7
10u 24
50u 37.4
100u 45
500u 68
1m 79.7
2m 90.7
3m 96.2
4m 99
5m 100.2
6m 100.8
7m 100.4
8m 100
om 99
10m 97.8
15m o1
20m 83.2
30m 69.7
40m 59
50m 51
60m 44.7
70m 39.6
8om 35.6
Qoom 32.2
100m 29
150m 19.9
200m 15
300m 9.35




